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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年6月27日(2019.6.27)

【公表番号】特表2018-518063(P2018-518063A)
【公表日】平成30年7月5日(2018.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2018-025
【出願番号】特願2018-515182(P2018-515182)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｎ
   Ｇ０１Ｎ   27/00     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   27/22     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月22日(2019.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体試料を特徴付ける方法であって、
　前記半導体試料の表面の領域で一連の測定を順次実行するステップであって、各測定は
、
　　（ｉ）前記領域における表面電位の初期値Ｖｉｎを測定するステップと、
　　（ｉｉ）前記半導体試料が２Ｖ以下の目標表面電位値（Ｖ０）を有するように、前記
半導体試料の表面に電気的に結合された電圧源を介して前記半導体試料にバイアス電圧を
印加するステップと、
　　（ｉｉｉ）前記半導体試料にバイアス電圧を印加した後に、前記表面の領域上に監視
下の量のコロナ電荷ΔＱkを堆積させるステップと、
　　（ｉｖ）コロナ電荷を堆積させた後の領域における表面電位の値Ｖkを測定するステ
ップとを含む、前記一連の測定を順次実行するステップと、
　各ステップに関するＶ０、ΔＶk、ΔＱk、およびＣkに対する値であって、ΔＶｋ＝Ｖ

ｋ－Ｖ０であり、Ｃｋ＝ΔＱｋ／ΔＶｋである、前記値、並びに表面電位の累積値（ΣΔ
Ｖｋ）および電荷の累積値（ΣΔＱｋ）に基づいて半導体試料を特徴付けるステップとを
含む方法。
【請求項２】
表面電位を測定するために使用されるプローブの下で電荷密度（ΔＱｃｋ）を得るために
、前記コロナ電荷ΔＱｋが較正関数Ｆ（Ｖ，Ｉ）によって補正される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
ΔＱｃｋを使用して、補正された空間電荷容量Ｃｃｋ＝ΔＱｃｋ／ΔＶｋを決定する、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
補正された正味のコロナ電荷密度Ｑｃｋ＝ΣΔＱｃｋおよび補正された空間電荷容量Ｃｃ
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ｋを使用して、１／Ｃｃｋ
２対Ｖｋプロットの傾き、Ｑｃｋ

２対Ｖｋプロットの傾き、ま
たはＣｃｋＱｃｋ静電容量電荷係数から半導体試料のドーピング密度を決定する、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
前記静電容量電荷係数ＣｃｋＱｃｋを用いて前記較正関数の品質が決定される、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
半導体較正試料の表面下の距離Ｗに亘る既知のドーピング密度を有する半導体較正試料を
使用して電荷密度較正を行うことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
一連の順次測定は、目標のドーピング監視深さに到達するまで繰り返される、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
コロナ帯電の極性は、前記半導体試料内に空乏表面空間の電荷領域を生成するような極性
である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記半導体試料がｎ型半導体であり、前記コロナ電荷が負の帯電極性を用いて堆積される
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記半導体試料がｐ型半導体であり、前記コロナ電荷が正の帯電極性を用いて堆積される
、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
前記半導体試料を特徴付けることは、ドーピング密度および／またはドーピングプロファ
イルを決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記半導体試料がワイドバンドギャップ半導体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記半導体試料は、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、およびＺｎＳｅからなる群から選
択される半導体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
表面電位測定が、非接触振動プローブを使用して行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
表面電位測定が、容量性電極を使用して行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
Ｖ０が０．５Ｖ以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
Ｖ０が約０Ｖである、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
前記半導体試料中に過剰なキャリアを生成するのに十分な光子エネルギーの光を有する照
明を用いて、堆積されたコロナ電荷が光中性化され、半導体表面から除去される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１９】
各繰り返しの前に堆積されたコロナ電荷を光中性化した後に前記半導体試料の特徴付けを
繰り返すことをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
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